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1. 緒　言

　CoW (Chip on Wafer) などのベアチップボンディングにお
けるアライメント技術は，Si ダイとウエハの画像認識結果
をもとに両者をメカニカルに位置合わせする方法が広く用
いられており，今日のアライメント精度は±数 μm まで到
達している。しかし，飽くなき精度向上への要求は装置の
複雑化を招き，経済合理性の観点で高スループット化との
両立が非常に困難になっている。
　これを克服する新たなアプローチとして，水などの液体
の表面張力を利用したセルフアライメント技術が装置への
負荷軽減が期待できる点で注目を集めている。過去の報告
では，10 mm 角，厚さ 100 μm の薄 Si ダイをウエハ上に仮
固定する工程に本技術を適用してアライメント精度 ∓1 μm
以下を実現した例や，さらには複数ダイの一括アライメン
トを行い，スループットの大幅な向上が原理的に可能であ
ることも示されている 1),2)。
　さて，本技術の量産応用に必要な装置の機構や仕様を定
める上で，ダイが表面張力により“泳ぐ”ために必要な液
体の体積や，ダイを“おおよその位置で”リリースする際
に許容される精度，あるいは表面処理に関する制約事項な
どの必要条件を明らかにすることは非常に重要である。し
かしながら，既往の研究においてこれらを主眼としたもの
は見当たらない。筆者らはこの点に注目し，本稿において
これらを“ロバスト性”と位置づけ，種々の評価を行うこ
とで本技術の可能性について検討した。

2. 実験方法および装置

2.1	 CoW仮固定工程への応用

　Fig. 1 に本実験で用いたプロセスフローを示す。図中の
1) から 4) はアライメント精度に影響を与える因子を示して
いる。基板には，Si ウエハ上にステッパーを用いたリソグ
ラフィーとドライエッチングにより Al メタルパッドを形成
した。またパッド以外の領域はポリイミドで覆った。Al と
ポリイミドに濡れ性の差を与える表面処理として，CF4/O2
ダウンフロープラズマを照射し 3)，それぞれの水の接触角
を測定した。表面が親水性となった Al パッド部に水をディ
スペンサーで塗布し，その上に厚さ 50 μm，外形 4 × 4 
mm，7 × 7 mm，10 × 10 mm の正方形および 6 × 8 mm，5 × 
9 mm の矩形の Si 薄ダイをリリースした。ディスペンスお
よびダイのピック・アンド・リリースはフリップチップボ
ンダー (Panasonic, FCB3) を用いて行い，リリース時の基板
からのダイの高さやパッドに対する相対位置を変化させ
た。なお，Si ダイの個片化は，リソグラフィーおよびドラ
イエッチングを用いたいわゆる“DbyT (dicing-by-thinning)”
により行われ 4)，その外形が基板のパッドと同じ大きさ・
同等の精度で加工されている。ダイが表面張力により移動
する様子をハイスピードカメラ (CASIO, EX-FC150) で撮影
した。ダイが着地した後，赤外顕微鏡 (Olympus, BX51M) に
よりアライメント精度を測定した。Fig. 2 にアライメント
後の概観と精度測定用のアライメントマークを示す。2 点
のアライメントマークはダイ，パッドとも端部からそれぞ
れ 500 μm 離れた位置にある。
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Abstract
We found that self-alignment accuracy was better than ±2 μm in the case with an initial offset of up to 

1 mm. This method, driven by the surface tension force of the liquid, offers new technical solutions for 
both high accuracy chip bonding and low cost placement manner. Some important points, such as wetting 
behaviour, die release offset, and the influence of defects on a die, were studied in order to suggest 
approaches to robustness in this new technique.
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